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論文の内容の要旨

　Eu，Tbなど希土類元素を添加したGaN結晶の作成方法を確立し，これらの構造的，光学的特性を明ら

かにすることにより，光通信，画像処理，高効率白色光源等へ応用できる今までにない性能を持つ新しい光

デバイスの可能性を示した。

　希土類元素は特長ある発光を示すことは良く知られている。希土類の発光とワイドギャップの半導体と組

み合わせると新規な性能を有するデバイスが実現できることは予測されていたが，結晶成長の困難さのため

研究はほとんどなされていなかった。本研究では，結晶成長の低温化によって希土類を添加したGaN結晶

成長を実現した。希土類元素は，Ga原子の位置に置換して入っているものの，わずかながら変移し対称性

がGaNのものから低下していることがわかった。この配位対称性の低下は発光強度増大の一つの原因となっ

ていることが乃との比較から明らかにされた。発光のメカニズムとして，欠陥準位を介してGaN母体結

晶から希土類元素ヘエネルギー移動するプロセスであることを明らかにした。発光過程が明らかになったこ

とでデバイスヘの応用が可能であることを示した。また，発光の高効率化指針，母体材料の設計指針等を提

案し，周辺領域への波及性もアピールした。

審査の結果の要旨

　今までにない新デバイスヘの応用可能性を明らかにした点は高く評価できる。また，詳細な実験に基づく

発光プロセスの解明は学術的に重要で，かつ希土類を利用する一般的発光材料の設計指針に役立ちインパク

トが大きい成果といえる。

　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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